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ЗМІНА  ПАРАМЕТРА  АНІЗОТРОПІЇ  РУХЛИВОСТІ  В  МОНОКРИСТАЛАХ  n-Ge 

З  НЕОДНОРІДНИМ  РОЗПОДІЛОМ  ЛЕГУЮЧОЇ  ДОМІШКИ 
 

Аналізується вплив освітлення різної інтенсивності на зміну параметра анізотропії рухливості 
m

K
m

⊥⊥

⊥

τµ= = ⋅
µ τ

 в γ-опромінених монокристалах n-Ge з неоднорідним розподілом легуючої 

домішки в об'ємі кристала. На основі експериментальних і теоретичних розрахунків показано, що в 
γ - опроміненому n-Ge поздовжня складова рухливості µ  в окремих ізоенергетичних еліпсоїдах 

практично не залежить від інтенсивності освітлення. Істотна зміна поперечної складової рухливості 

⊥µ  при збільшенні інтенсивності світла визначається зміною параметра анізотропії часів релаксації 

K ⊥
τ

τ
=

τ
. 
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ИЗМЕНЕНИЕ  ПАРАМЕТРА  АНИЗОТРОПИИ  ПОДВИЖНОСТИ  В  МОНОКРИСТАЛЛАХ  

n-Ge  С  НЕОДНОРОДНЫМ  РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ  ЛЕГИРУЮЩЕЙ  ПРИМЕСИ 
 

Анализируется влияние освещения различной интенсивности на изменение параметра 

анизотропии подвижности 
m

K
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⊥⊥

⊥

τµ= = ⋅
µ τ

 в γ-облученных монокристаллах n-Ge с неоднородным 

распределением легирующей примеси в объеме кристалла. На основе экспериментальных и 
теоретических расчетов показано, что в γ-облученном n-Ge продольная составляющая подвижности 
µ  в отдельных изоэнергетических эллипсоидах практически не зависит от интенсивности 

освещения. Существенное изменение поперечной составляющей подвижности ⊥µ  при увеличении 

интенсивности света определяется изменением параметра анизотропии времен релаксации K ⊥
τ

τ
=

τ
. 
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CHANGING  OF  THE  ANISOTROPY  PARAMETER  OF  MOBILITY  IN  n-Ge  SINGLE 
CRYSTALS  WITH  HETEROGENEOUS  DISTRIBUTION  OF  DOPING  IMPURITY 

 
The influence of illumination with different intensity on changing parameter’s anisotropy of mobility 
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 in γ-irradiated by the chosen dose examples n-Ge with heterogeneous distribution of 

doping impurity in crystal volume is analyzed. On the basis of experimental and theoretical calculations it is 
shown that in  
γ-irradiated n-Ge the longitudinal component of mobility µ  in the separate isoenergetic ellipsoid does not 

practically depend on illumination intensity. The essential change of transversal mobility component ⊥µ  at 
the increase of illumination intensity is defined by the change in anisotropy parameter of relaxation times 
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